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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月12日(2011.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面を有する基板上に、
　第１の結晶面方位を有する第１の活性層が複数個配置された第１の領域と、前記第１の
結晶面方位とは異なる第２の結晶面方位を有する第２の活性層が複数個配置された第２の
領域と、を交互に有し、
　前記第１の領域には、前記第１の活性層をチャネル形成領域とする第１の薄膜トランジ
スタが設けられ、
　前記第２の領域には、前記第２の活性層をチャネル形成領域とする第２の薄膜トランジ
スタが設けられ、
　前記第１の領域と、前記第２の領域は、前記絶縁表面を有する基板の同一平面上に設け
られていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１の結晶面方位は、｛１００｝であって、
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　前記第２の結晶面方位は、｛１１０｝であることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記第１の薄膜トランジスタは、チャネル長方向の結晶軸が＜１００＞のＮ導電型薄膜
トランジスタであって、
　前記第２の薄膜トランジスタは、チャネル長方向の結晶軸が＜１１０＞のＰ導電型薄膜
トランジスタであることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　基板面上に、第１の結晶面方位を有する複数の第１の半導体層と、前記第１の結晶面方
位とは異なる第２の結晶面方位を有する複数の第２の半導体層と、複数の絶縁層と、を有
し、
　前記複数の第１の半導体層と、前記複数の第２の半導体層は、交互に配置され、
　前記複数の絶縁層は、前記第１の半導体層と、前記第２の半導体層の間に配置されてい
ることを特徴とする半導体基板。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記第１の結晶面方位は、｛１００｝であって、
　前記第２の結晶面方位は、｛１１０｝であることを特徴とする半導体基板。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５において、
　前記第１の半導体層は、Ｎ導電型であって、
　前記第２の半導体層は、Ｐ導電型であることを特徴とする半導体基板。
【請求項７】
　基板側面の結晶面方位が、第１の結晶面方位である第１の半導体基板の表面に絶縁膜を
形成し、
　基板側面の結晶面方位が、前記第１の結晶面方位と異なる第２の結晶面方位である第２
の半導体基板の表面に絶縁膜を形成し、
　前記第１の半導体基板と前記第２の半導体基板とを前記絶縁膜を介して交互に複数枚接
合することにより半導体インゴットを形成し、
　前記半導体インゴットを、前記第１の結晶面方位を有する第１の半導体層と、前記第２
の結晶面方位を有する第２の半導体層とが、交互に配置される面と平行にスライスし、
　前記第１の半導体層と、前記第２の半導体層とが、交互に配置された半導体基板を形成
し、
　前記半導体基板にイオンビームを照射し、前記半導体基板中に脆化層を形成し、
　前記半導体基板と、絶縁基板とを重ね合わせ、
　前記半導体基板と、前記絶縁基板とを重ね合わせた状態で熱処理を行って、前記脆化層
に亀裂を生じさせ、前記半導体基板から単結晶半導体層を分離させ、
　前記絶縁基板上に前記第１の半導体層と、前記第２の半導体層とが交互に配置された該
単結晶半導体層を形成し、
　前記第１の半導体層に、それぞれチャネル形成領域を有する複数個の第１の薄膜トラン
ジスタを形成し、
　前記第２の半導体層に、それぞれチャネル形成領域を有する複数個の第２の薄膜トラン
ジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記第１の結晶面方位は、｛１００｝であって、
　前記第２の結晶面方位は、｛１１０｝であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項７又は請求項８において
　前記第１の薄膜トランジスタは、チャネル長方向の結晶軸が＜１００＞となるように形
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成されたＮ導電型薄膜トランジスタであって、
　前記第２の薄膜トランジスタは、チャネル長方向の結晶軸が＜１１０＞となるように形
成されたＰ導電型薄膜トランジスタであることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　基板側面の結晶面方位が、第１の結晶面方位である第１の半導体基板の表面に絶縁膜を
形成し、
　基板側面の結晶面方位が、前記第１の結晶面方位と異なる第２の結晶面方位である第２
の半導体基板の表面に絶縁膜を形成し、
　前記第１の半導体基板と、前記第２の半導体基板とを前記絶縁膜を介して交互に複数枚
接合することにより半導体インゴットを形成し、
　前記半導体インゴットにおいて、前記第１の結晶面方位を有する第１の半導体層と、前
記第２の結晶面方位を有する第２の半導体層とが、交互に配置される面と平行にスライス
することを特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　前記第１の半導体基板の側面の結晶面方位は、｛１００｝であって、
　前記第２の半導体基板の側面の結晶面方位は、｛１１０｝であることを特徴とする半導
体基板の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１０又は請求項１１において、
　前記第１の半導体基板は、Ｐ導電型であって、
　前記第２の半導体基板は、Ｎ導電型であることを特徴とする半導体基板の作製方法。
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